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초 록: 전기도금 방법은 많은 장점(낮은 증착온도, 두께 조절용이, 낮은 제조비용, 빠른 증착속도, 복잡한 형

상의 물체 증착 가능 등)을 가지고 있으며 현재 FPCB의 소재인 FCCL을 제조 하는데 핵심 공정으로 많이 

사용되고 있다. Sulfate 및 Pyrophosphate 용액으로부터 Cu 박막/후막을 제조 하였으며 공정 변수가 최종 

도금된 Cu 박막/후막에 미치는 영향을 고찰하였다.

1. 서론 

 최근 전자부품제품들은 점점 소형화, 박형화, 경량화 및 고기능화 등의 특성이 꾸준히 요구되고 있다. 이들 

제품을 위한 인쇄회로기판도 Rigid에서 보다 고부가가치의 Rigid + Flex나 All Flex Type으로 그 흐름이 

진행되고 있다. 특히 가볍고 굴곡성이 뛰어나 Module 간을 접속하는 배선용 Connector나  액정 모니터 구

동용 Chip on Flex(COF)등으로 사용되고 있는 Flexible Printed Circuit Board(FPCB)는 많은 각광을 받고 

있다. 

 본 연구에서는 FPCB를 제조하는데 핵심공정 중 하나인 전기도금 공정을 이용하여 Sulfate 및 

Pyrophosphate 전기도금 용액으로부터 Cu(copper) 필름을 제조하였으며, Cu 필름 제조공정에서 변화시킬 

수 있는 여러 가지 변수들이 최종 전기도금된 Cu 필름의 특성에 미치는 영향을 연구하였다.

2. 본론

 본 연구에서는 전기도금 장치로 (Potentiostat/Galvanostat 263A-Prinston Applied Research)를 이용하였

고, 양극으로는 Cu plate를 도금체는 Cu Test strip을 사용하였다. 사용한 도금액은 Sulfate와 

Pyrophosphate이며 각 용액별로 여러 공정 변수(전류밀도, 금속이온 농도, 전해질 농도, solution pH, 첨가

제, 온도 등)에 따라 실험을 하였으며 최종 도금된 박막/후막에 대한 stress는 Model 683 Deposit Stress 

Analyzer로 측정하고, 미세구조는 SEM( Jeol사, JSM-6300, 0.2~30kV)으로 결정구조는 XRD(Rigaku, 

D/MAX 2500H, 18kW-60kV-300mA)를 이용하여 측정하였다. 

3. 결론 

 Sulfate 및 Pyrophosphate전기 도금 용액으로부터 Cu 박막/후막을 얻었으며 Current Efficiency, Residual 

Stress, SEM, XRD의 네 가지 방법으로 분석하였다. Sulfate 용액으로부터 도금된 Cu film이 

Pyrophosphate 용액으로부터 도금된 film 보다 전류밀도, 금속이온농도, solution pH등의 변화에 따른 특성

에서 좋은 결과를 나타내었다. Fig.1.1은 Sulfate도금액으로부터 전기도금된 Cu film의 C.D변화에 따른 

Residual Stress를 나타낸 것이고, Fig1.2는 Pyrophosphate 용액으로부터 전기도금된 Cu film의 C.D변화에 

따른 Residual Stress를 나타낸 것이다.  
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Fig.1.1 C.D 변화에 따른 Cu박막의 stress 변화          Fig.1.2 C.D 변화에 따른 Cu박막의 stress 변화
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